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반도체 기술의 발전과 함께, 기존의 알루미늄보다 낮은 비저항과 우수한 신뢰성을 가진 구리가 

새로운 금속 배선 소재로 대체되고 있다. 현재에는 구리 배선 형성 방법으로 전해도금이 널리 

사용되고 있다. 하지만 선폭이 점차 감소하면서 물리 기상 증착법으로 균일한 구리 씨앗층을 형

성하기가 힘들어졌고, 씨앗층을 기반으로 한 구리 전해도금으로는 결함 없는 배선을 형성하기

가 더욱 어려워지고 있다. 반면, 구리 무전해도금은 외부의 전원공급이 없이 환원제를 이용하여 

화학적으로 구리를 환원시키는 방법으로, 확산 방지막 위에 직접 구리도금이 가능해 차세대 구

리 배선 형성 방법으로 고려되고 있다. 뿐만 아니라, 높은 단차 피복성을 가져 좁은 선폭 위의 얇

은 씨앗층 형성도 가능하므로 구리 전해도금의 차세대 씨앗층 형성 방법으로도 주목 받고 있다. 

본 연구에서는 구리 무전해 도금에 필요한 전처리 과정에 사용되는 용액의 조성을 변경하여 효

율적으로 산화 구리를 제거하는 데에 성공하였고, 구리 산화막 제거의 선택성을 극대화하여 씨

앗층의 손실을 최소화할 수 있었다. 또 전처리 후 구리 전해도금과 무전해도금을 시도하여 박막

의 성질을 비교하여, 선택적으로 산화 구리를 제거한 후 전착된 박막이 가장 낮은 면저항을 가

짐을 확인하였다. 마지막으로 동일한 전처리를 통해 좁은 선폭의 배선 구조를 채우기 위한 초등

각 전착을 시도하였고, 전체적으로 차세대 구리 배선 형성 공정에 적용이 가능한지 고찰하였다. 


